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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung P 41 16 694.9-33

hat der 23. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 12. Dezember 2000 unter Mitwirkung des Vorsit-

zenden Richters Dr. Beyer sowie des Richters Dr. Gottschalk, der Richterin

Tronser und des Richters Dipl.-Phys. Lokys

BPatG 154
6.70



beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschlul} des Deut-
schen Patent- und Markenamts - Prifungsstelle fur Klasse H 01 L -
vom 2. Juni 1999 aufgehoben.

Das Patent 41 16 694 wird mit folgenden Unterlagen erteilt:
Patentanspruche 1 bis 4 und Beschreibung Seiten 1 bis 15

in der in der mundlichen Verhandlung Uberreichten Fassung,

Zeichnung Figuren 1 bis 6 in der offengelegten Fassung.

Anmeldetag: 22. Mai 1991

Prioritat: 31. Mai 1990 JP 142336/90
20. September 1990 JP 253164/90

Der Antrag auf Rickzahlung der Beschwerdegebuhr wird zurtickge-

wiesen.

Grinde

Die Prufungsstelle fur Klasse HO1L des Deutschen Patent- und Markenamts hat
die am 22. Mai 1991 mit der Bezeichnung "Mit einer Fotodiode versehene Halb-
leitervorrichtung und Verfahren zu ihrer Herstellung" eingereichte Patentanmel-
dung, fur die die Prioritaten zweier Patentanmeldungen in Japan vom 31. Mai bzw.
20. September 1990 (Aktenzeichen 142336/90 bzw. 253164/90) in Anspruch

genommen worden sind, durch Beschlull vom 2. Juni 1999 zurtuckgewiesen.



Zur Begrindung ist ausgefihrt, dall der Gegenstand des mit Schriftsatz vom
17. Juli 1996 eingereichten Patentanspruchs 1 gegenuber dem Stand der Technik

nach der europaischen Offenlegungsschrift 0 075 924 nicht neu sei.

Gegen diesen Beschlul richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.

Sie verfolgt ihr Schutzbegehren mit den in der mundlichen Verhandlung Uber-
reichten Patentansprichen 1 bis 4 mit angepaldter Beschreibung und der offen-
gelegten Zeichnung weiter und vertritt die Auffassung, da® der Gegenstand des
neugefaldten Patentanspruchs 1 gegenuber dem Stand der Technik nach der eu-
ropaischen Offenlegungsschrift 0 075 924 patentfahig sei und dal® die Beschwer-
degebuhr insofern zurlickzuzahlen sei, als die Begrindung des angefochtenen
Beschlusses in sich widersprichlich sei und die Vorgehensweise der Prifungs-

stelle zudem gegen den Grundsatz der Verfahrensokonomie verstofe.

Die Anmelderin beantragt,

den Beschlul® des Deutschen Patent- und Markenamts — Prufungs-
stelle fur Klasse HO1L - vom 2. Juni 1999 aufzuheben und das Pa-
tent 41 16 694 mit folgenden Unterlagen zu erteilen:
Patentanspriche 1 bis 4 und Beschreibung Seiten 1 bis 15 in der in
der mundlichen Verhandlung Uberreichten Fassung,

Zeichnung Figuren 1 bis 6 in der offengelegten Fassung.

Die geltenden nebengeordneten Patentanspriiche 1 und 3 lauten:

"1.  Halbleitervorrichtung mit einer einen Lichtempfangsteil
umfassenden Fotodiode, deren pn-Ubergang zwischen einer Zone
(9) eines ersten Leitungstyps und einer Zone (711) eines zweiten
Leitungstyps gebildet ist, sowie mit lokalen Oxidfilmen (70) fir eine

Elementisolierung, welche in der Zone (9) des ersten Leitungstyps



einen Rand mit geneigten Randteilen aufweisen,

dadurch gekennzeichnet, dal}

die zweite Zone (11) innerhalb der ersten Zone (9) in ei-
nem beschrankten, an die geneigten Randteile eines lokalen Oxid-
films (10) angrenzenden Bereich ausgebildet ist und

die Dotierstoffkonzentration in der ersten Zone (9) so ge-
ring ist, dald die Diffusionslange grolder ist als der Lichtempfangsteil,
derart, dal} das FlieRen eines ausreichenden fotoelektrischen

Stromes ermoglicht wird.

3. Verfahren zur Herstellung einer Halbleitervorrichtung gemaf An-
spruch 1,

gekennzeichnet durch folgende Schritte:

(a) Maskieren der Oberflache einer Schicht (1) eines er-
sten Leitungstyps, mit Ausnahme vorbestimmter Bereiche, in denen
lokale Oxidfilme (6) zur Elementisolierung ausgebildet werden sol-
len,

(b) Ausbilden einer Zone des zweiten Leitungstyps (5)
durch lonenimplantation eines Dotierstoffs des zweiten Leitungs-
typs an den vorbestimmten Stellen und

(c) Warmebehandlung zur Ausbildung der lokalen Oxid-
filme (6) flr die Elementisolierung derart, dal} die im Schritt (b) ge-
bildete Zone (5) des zweiten Leitungstyps nur an den geneigten

Randteilen der lokalen Oxidfilme zurtickbleibt."

Wegen der geltenden Unteranspriche 2 und 4 sowie der weiteren Einzelheiten

wird auf den Akteninhalt verwiesen.



Die frist- und formgerecht erhobene Beschwerde ist zuldssig und auch begrindet,
denn die Lehre des geltenden Patentanspruchs 1 ist durch den nachgewiesenen

Stand der Technik nicht patenthindernd getroffen.

1. Die geltenden Patentanspriche 1 bis 4 sind zulassig.

Der geltende Patentanspruch 1 findet inhaltlich eine ausreichende Stltze im ur-
sprunglichen Patentanspruch 1 iVm der urspringlichen Beschreibung, Seite 6,
letzter Absatz bis Seite 7, Absatz 1 sowie dem in den ursprunglichen Anmel-
dungsunterlagen anhand der Figuren 1(a) bis 1(c) beschriebenen Ausfluhrungs-

beispiel.

Der geltende nebengeordnete Patentanspruch 3 ist inhaltlich durch den urspring-
lichen Anspruch 3 iVm dem Ausflhrungsbeispiel nach den Figuren 2(a) bis 2(d)
gedeckt.

Die geltenden Unteranspruche 2 bzw. 4 stimmen - in dieser Reihenfolge - wortlich

mit den ursprunglichen Ansprichen 2 bzw. 4 Uberein.

2. Die Erfindung geht von einer Halbleitervorrichtung mit einer Fotodiode aus, wie
sie in den Figuren 3(a) bis 3(c) der Anmeldungsunterlagen dargestellt ist. Wegen
ihres groBflachigen pn-Ubergangs zwischen den beiden Zonen (8 und 9) des er-
sten Leitungstyps und der Zone (13) des zweiten Leitungstyps weist diese Fotodi-
ode eine hohe Sperrschichtkapazitat und damit eine niedrige Empfindlichkeit auf
(Seite 4, Absétze 2 und 3 iVm Seite 1, Absatz 2 der geltenden Beschreibung).

Gemal den Figuren 6(a) bis 6(c) nebst der dazugehodrigen Beschreibung der An-
meldungsunterlagen ist es bereits bekannt, die Flache des pn-Ubergangs der Fo-

todiode dadurch zu reduzieren, dal} die Zone (27) des zweiten Leitungstyps ring-



formig ausgebildet wird (Seite 4, Zeile 31 bis Seite 5, Zeile 1). Dies fuhrt jedoch
insofern zu keiner Verbesserung der Empfindlichkeit, als hierdurch zwar die
Sperrschichtkapazitat verringert wird, zugleich aber die Lichtempfangsflache ver-
kleinert und damit der fotoelektrische Strom reduziert wird (Seite 5, Zeilen 9 bis
18). Zudem ist die Verkleinerung der Flache des pn-Ubergangs hier dadurch be-
schrankt, dal® ringférmige Zonen (21) des zweiten Leitungstyps mit Ringbreiten
unter 1 um allenfalls mittels eines aulderst aufwendigen fotolitografischen Prozes-
ses erzeugbar waren (Seite 5, Zeilen 3 bis 7 und 20 bis 24 iVm Seite 13, Zeilen 28
bis 32).

Dem Anmeldungsgegenstand liegt als technisches Problem daher die Aufgabe
zugrunde, unter Vermeidung der vorgenannten Probleme des Standes der Tech-
nik eine Halbleitervorrichtung mit einer Fotodiode zu schaffen, die eine verringerte
Sperrschichtkapazitat aufweist, ohne dal3 der fotoelektrische Strom verringert wird,
um die Empfindlichkeit zu erhéhen. Aufgabe der Erfindung ist ferner die Schaffung
eines Verfahrens zur Herstellung einer solchen Halbleitervorrichtung (Seite 5a,

Zeilen 4 bis 11 der geltenden Beschreibung).

Diese Aufgabe wird hinsichtlich der Halbleitervorrichtung mit dem Gegenstand des
geltenden Patentanspruchs 1 und hinsichtlich des Herstellungverfahrens mit dem

Gegenstand des Patentanspruchs 3 gelost.

Dadurch, da® gemal dem ersten Merkmal nach dem kennzeichnenden Teil des
Patentanspruchs 1 die zweite Zone (17) innerhalb der ersten Zone (9) in einem
beschrankten, an die geneigten Randteile eines lokalen Oxidfiims (70) angren-
zenden Bereich ausgebildet - d.h. insoweit nach dem Verfahren gemafl dem Pa-
tentanspruch 3 hergestellt - ist, wird die Flache des pn-Ubergangs und damit die
Sperrschichtkapazitat der Fotodiode entsprechend verringert, ohne dabei die
Lichtempfangsflache - d.h. insoweit auch den fotoelektrischen Strom - zu reduzie-

ren (vgl. die geltende Beschreibung, Seite 6, Absatz 3 zu den Figuren 1(a) bis



1(c), Seite 10, Zeile 26 bis Seite 11, Zeile 2 sowie Seite 13, Zeilen 2 bis 6 und 28
bis 31).

Die durch die kleine Verarmungszone (12, Fig. 1(c)) - resultierend aus dem klein-
flachigen pn-Ubergang - bedingte Abnahme des fotoelektrischen Stromes wird
aber dadurch kompensiert, daly gemall dem zweiten Merkmal nach dem kenn-
zeichnenden Teil des Patentanspruchs 1 die Dotierstoffkonzentration in der ersten
Zone (9) so gering ist, daf} die Diffusionslange grofer ist als der Lichtempfangsteil,
derart, dal} - infolge der aus dem Lichtempfangsteil in die Verarmungszone (12)
eindiffundieren Ladungstrager - das FlielRen eines ausreichenden fotoelektrischen
Stromes ermdglicht wird (geltende Beschreibung, Seite 6, letzter Absatz bis Seite
7, Absatz 1).

Das Herstellungsverfahren nach dem geltenden Patentanspruch 3 ermdglicht bei
einer gattungsgemafen Halbleitervorrichtung die Realisierung des ersten Merk-
mals nach dem kennzeichnenden Teil des geltenden Patentanspruchs 1 - d.h. ei-
nes entsprechend kleinflachigen pn-Ubergangs - ohne aufwendige fotolithografi-
sche Prozesse (geltende Beschreibung, Seite 12, Absatz 2 bis Seite 13, Absatz 1
iVm Seite 14, letzter Absatz bis Seite 15, Zeile 1).

3. Die - zweifelsfrei gewerblich anwendbare - Halbleitervorrichtung mit einer Foto-
diode nach dem geltenden Patentanspruch 1 ist gegenuber dem nachgewiesenen
Stand der Technik nach der europaischen Offenlegungsschrift 0 075 924 neu und
beruht diesem gegenuber auch auf einer erfinderischen Tatigkeit des zustandigen
Durchschnittsfachmanns, der hier als ein mit der Entwicklung und Herstellung von
Halbleitervorrichtungen mit Fotodioden befaldter berufserfahrener Physiker oder

Halbleitertechnik-Ingenieur mit Universitatsausbildung zu definieren ist.

a) Die Neuheit des Gegenstands des geltenden Patentanspruchs 1 gegentber
dem Stand der Technik nach der einen Festkorper-Bildsensor hoher Aufldsung

und Empfindlichkeit - d.h. eine Halbleitervorrichtung mit einer Vielzahl von Fotodi-



oden - betreffenden europaischen Offenlegungsschrift 0 075 924 ergibt sich
- entgegen der im angefochtenen Beschlul® vertretenen Auffassung - schon dar-
aus, dal die lokalen Oxidfilme (field insulator layers 6a bis 6e) hier jeweils nicht in
der Zone des ersten Leitungstyps, sondern in der Zone des zweiten Leitungstyps
(adjacent N-type regions 9a bis 9d bzw. 9) ausgebildet sind, d.h. - insoweit im
Unterschied zum Oberbegriff des geltenden Patentanspruchs 1 - in der Zone des
ersten Leitungstyps (semiconductor substrate 5) keinen Rand mit geneigten
Randteilen aufweisen (vgl. die Figuren 2 bzw. 3c nebst der dazugehdérigen Be-

schreibung).

Auch ist bei dieser bekannten Halbleitervorrichtung die Zone des zweiten Lei-
tungstyps (9a bis 9d bzw. 9) auf der Zone des ersten Leitungstyps (5) - unter Bil-
dung eines groBflachigen pn-Ubergangs (10a bis 10d bzw. 10) - angeordnet, d.h.
- abweichend vom ersten Merkmal nach dem kennzeichnenden Teil des geltenden
Patentanspruchs 1 - nicht innerhalb der Zone des ersten Leitungstyps (5) in einem
beschrankten, an die geneigten Randteile eines lokalen Oxidfiims (6a bis 6e)

angrenzenden Bereich ausgebildet.

Die Dotierstoffkonzentration von 1 x 10" cm™ fiir die Zone des ersten Leitungs-
typs (5) ist zwar ebenfalls gering (vgl. hierzu die Seite 6, Zeilen 12 und 13 der eu-
ropéischen Offenlegungsschrift 0 075 924 mit der geltenden Beschreibung, Seite
7, Absatz 1), was implizieren koénnte, dal} - insoweit entsprechend dem zweiten
Merkmal nach dem kennzeichnenden Teil des geltenden Patentanspruchs 1 - die
Diffusionslange der Ladungstrager auch schon groRer als das Lichtempfangsteil
der Fotodiode ist, jedoch spielt eine Kompensation im Sinne des zweiten Merk-
mals nach dem kennzeichnenden Teil des geltenden Patentanspruchs 1 hier in-
sofern keine Rolle, als der pn-Ubergang - wie dargelegt - groRflachig ist, d.h. die

Verarmungszone dementsprechend grof ist.



b) Die europaische Offenlegungsschrift 0 075 924 kann dem vorstehend definier-
ten zustandigen Durchschnittsfachmann die Halbleitervorrichtung mit einer Foto-

diode nach dem geltenden Patentanspruch 1 auch nicht nahelegen.

Diese Entgegenhaltung fihrt den Fachmann namlich insofern in eine andere
Richtung, als sie - ausgehend von dem in Fig. 2 dargestellten Stand der Technik -
zur Erhéhung der Empfindlichkeit der Fotodioden vorschlagt, die - wie dargelegt -
groRflachigen pn-Ubergénge (10a bis 10d) des Standes der Technik nach Fig. 2
zusatzlich dadurch zu vergréRern, dald die Dicke der jeweils aus einem lokalen
Oxidfilm (6a bis 6e) und einem dazugehdrigen Kanalstopper (channel stopper re-
gions 8a bis 8e) bestehenden Elementisolierung kleiner als die Dicke der Zone
des zweiten Leitungstyps (9) bemessen wird (vgl. den Anspruch 1 iVm Seite 2,
Absétze 1 und 2, Seite 5, Absatz 2 bis Seite 6, Absatz 1 zur Fig. 2 sowie Seite 7,
letzter Absatz bis Seite 9, Absatz 1 zur Fig. 3c).

4. Die Patentfahigkeit des der Herstellung einer Halbleitervorrichtung gemafly dem
Anspruch 1 dienenden Verfahrens nach dem geltenden nebengeordneten Patent-
anspruch 3 wird von der Patentfahigkeit der Halbleitervorrichtung nach dem gel-
tenden Patentanspruch 1 mitgetragen.

Soweit die europaische Offenlegungsschrift 0 075 924 ein Verfahren zur Herstel-

lung einer Halbleitervorrichtung mit Fotodioden mit folgenden Schritten offenbart:

(o) Maskieren der Oberflache einer Halbleiterschicht (9) eines bestimmten
Leitungstyps mit Ausnahme vorbestimmter Bereiche, in denen lokale Oxid-
filme (6a bis 6e) zur Elementisolierung ausgebildet werden sollen (Fig. 3a
nebst der dazugehérigen Beschreibung),

(B) Ausbilden einer Zone (8a bis 8e) des anderen Leitungstyps durch lone-
nimplantation eines Dotierstoffs des anderen Leitungstyps an den vorbe-
stimmten Stellen (Fig. 3b nebst der dazugehérigen Beschreibung) und

(x) Warmebehandlung zur Ausbildung der lokalen Oxidfilme (6a bis 6e) fur
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die Elementisolierung an den vorbestimmten Stellen mit der im Schritt ()
gebildeten Zone (8a bis 8e) des anderen Leitungstyps (Fig. 3¢ mit der da-

zugehoérigen Beschreibung),

werden diese Verfahrensschritte auf die Schicht vom zweiten Leitungstyp (9) an-
gewandt. Dementsprechend erhalt der Fachmann durch die europaische Offenle-
gungsschrift 0 075 924 auch keine Anregung dazu, diese Verfahrensschritte auf
die Schicht vom ersten Leitungstyp anzuwenden und den Verfahrensschritt der
Warmebehandlung zur Ausbildung der lokalen Oxidfilme dabei derart zu steuern,
dald die im vorangehenden Verfahrensschritt gebildete Zone (8a bis 8e) des ent-
gegengesetzten Leitungstyps nur an den geneigten Randteilen der lokalen Oxid-
filme zurtckbleibt, wie dies der weitergehenden Lehre des geltenden Patentan-

spruchs 3 entspricht.

5. An die Patentanspruche 1 bzw. 3 kdnnen sich die geltenden Unteranspruche 2
bzw. 4 anschlieen, denn diese betreffen vorteilhafte und nicht selbstverstandliche
Ausfuhrungsarten der Halbleitervorrichtung mit Fotodiode nach dem Haupt-
anspruch (Anspruch 2) bzw. des dazugehorigen Herstellungsverfahrens nach dem

nebengeordneten Patentanspruch 3 (Anspruch 4).

6. In der Beschreibung ist der malRgebliche Stand der Technik, von dem die Erfin-
dung ausgeht, angegeben und die beanspruchte Halbleitervorrichtung nebst dem

dazugehdrigen Herstellungsverfahren ausreichend erlautert.

7. Die Ruckzahlung der Beschwerdegebuhr ist nicht gerechtfertigt, denn trotz der
gerugten widersprichlichen Begrindung des angefochtenen Beschlusses und
mangelnden Verfahrensdkonomie entspricht es nicht der Billigkeit, die Anmelderin
gemal § 80 Abs 3 PatG von einer Gebuhr freizustellen, die auch bei fehlerfreier
Sachbehandlung angefallen ware (vgl. hierzu BPatGE 30, Seite 207, Leitsatz 2
iVm den Seiten 210 bis 211, Abschnitt 5.)).
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Der Anmelderin ist zwar dahingehend zuzustimmen, dal} die im angefochtenen
BeschlulR angegebene Begrundung fur die fehlende Neuheit des Gegenstands
des Patentanspruchs 1 gegenuber dem Stand der Technik nach der europaischen
Offenlegungsschrift 0 75 24 in sich widerspruchlich ist (vgl. die Beschwerdebe-
griindung vom 7. Juli 1999, Seite 2, Absétze 2 bis 5). Jedoch sind der dem ange-
fochtenen Beschluld zugrundeliegende Patentanspruch 1 und der mit dem Be-
schwerdeschriftsatz als Hilfsantrag angeklndigte Patentanspruch 1 so allgemein
formuliert, dal® sie auch widerspruchsfrei auf diesen Stand der Technik lesbar

sind.

Die genannten Patentanspriche 1 nach dem angekindigten Haupt- und Hilfsan-
trag lassen namlich offen, ob der pn-Ubergang der eigentliche Fotodioden-pn-
Ubergang oder ein zusétzlicher pn-Ubergang der Fotodiode ist. Die europaische
Offenlegungsschrift 0 075 924 offenbart aber im Ausfuhrungsbeispiel nach Figur
3c eine Halbleitervorrichtung mit einer Fotodiode, die neben dem Fotodioden-pn-
Ubergang (10) einen zuséatzlichen pn-Ubergang zwischen einer Zone (9) eines
ersten Leitungstyps (N) und einer Zone (8a bis 8c) eines zweiten Leitungstyps (P*)
aufweist. Auch sind hier lokale Oxidfilme (6a bis 6e) fur eine Elementisolierung
vorhanden, welche in der Zone (9) des ersten Leitungstyps (N) einen Rand mit
geneigten Randteilen aufweisen, wobei die Zone (8a bis 8c) des zweiten Leitungs-
typs (P’) auf einen Bereich angrenzend an die geneigten Randteile der Oxidfilme
(6a bis 6e) in der Zone (9) des ersten Leitungstyps (N) beschrankt ist (zur Ausle-
gung des Begriffs "beschrdnkt"” vgl. die Beschwerdebegriindung vom 7. Juli 1999,
Seite 2, Absatz 6).

Damit ist der Patentanspruch 1 nach dem angekindigten Hauptantrag dem Wort-
laut nach ohne weiteres auf die Halbleitervorrichtung nach Fig. 3c der europai-
schen Offenlegungsschrift 0 075 924 lesbar, wenn bei dieser als pn-Ubergang der
zusétzliche pn-Ubergang zwischen der Zone (9) des ersten Leitungstyps (N) und

der Zone (8a bis 8c) des zweiten Leitungstyps (P*) in Betracht gezogen wird.
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Entsprechendes gilt auch fur den Patentanspruch 1 gemall dem angekindigten
Hilfsantrag. Denn dieser unterscheidet sich von dem Patentanspruch 1 gemafn
angekundigtem Hauptantrag inhaltlich nur durch das Merkmal, wonach die lokalen
Oxidfilme (710) mit einer sich mit zunehmender Tiefe verjingenden Form in die
erste Zone (9) hineinreichen. Dieses Merkmal findet sich aber auch schon bei den
lokalen Oxidfilmen (6a bis 6e) nach Fig. 3c der europaischen Offenlegungsschrift
0 075 924.

Da auf der Grundlage der genannten Patentanspriiche 1 trotz des materiell-recht-
lichen Fehlers (in sich widerspriichliche Begriindung) letztlich also eine im Ergeb-
nis gleiche Entscheidung (fehlende Neuheit des Gegenstands des Patentan-
spruchs 1 gegeniiber dem Stand der Technik nach der européischen Offenle-
gungsschrift 0 075 924) erlassen werden mufdte, kann der Prifungsstelle auch
nicht der Vorwurf gemacht werden, dal} bei Beachtung der Grundsatze der Ver-
fahrensdokonomie und bei entsprechendem Hinweis vor Erlal} des Zuruckwei-
sungsbeschlusses oder gar bei Durchfihrung einer - im Ubrigen nicht beantrag-

ten - Anhorung die Beschwerde hatte vermieden werden konnen.

Nach alledem ware eine Ruckzahlung der Beschwerdegebuhr unbillig (vgl. auch

Schulte PatG 5. Aufl. § 73 Rdn 39).

Dr. Beyer Dr. Gottschalk Tronser Lokys
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